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En este trabajo se buscan procesos alternativos a baja temperatura, que permitan | |Reactor comercial de plasma ECR de bajo perfil (Plasma Quest, modelo 357).
incorporar simultdneamente carbono y nitrégeno en las peliculas. mediante el empleo o Ba oy o8
de plasmas de resonancia ciclotrén electronica (ECR) de distinta composicion.
+ listudio del mecanismo por el cual la presencia de silano parece favoreeer la
incorporacion de especics de Cy N,
= Comparacion del efecto del argdn v neon como diluyentes de los precursores gaseosos
en los depositos. va que producen la activacion de especies ionicas diferentes!®).
« Adicién de hidrogeno al plasma. anilisis de su relevancia en la formacion de las
peliculas por estabilizacion del crecimiento superficial de fases metaestables mediante
la compensacion de los enlaces no saturados™®.
+ Por ultimo se ha estudiado la influencia en los depositos de la aplicacion al plasma de
un campo de radiofrecuencia.
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emis aptica  para  identificar  las
especies excitadas presentes en el plasma
y analizar sus variaciones con las
(' condiciones experimentales.
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A juzgar por los especiros de infrarrojos  por ] 120 sccm de CHi, En las muestras depositadas sin silano y con neon. la
transformada de Fourier de la primera serie. en las Lol gl L mayor aclivacion de las especics reactivas permite la
muestras depositadas con silano, la mayor parte de C y k/\/\ww alerlclt’)n de C|C\'-:ld-ilii C()I'_N:CIITrEICIOI'lCS dt-: E!‘I'E‘ll.'&:s
N se¢ incorpora enlazado a silicio o bien formando . . A - simples C-N. La adicion de hidrogeno y la aplicacion de
enlaces dobles y triples. 1000 G50 200 2500 3000 | CAMPOS de rf al plasma no muestran efectos relevantes.
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